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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オプトエレクトロニクス半導体コンポーネント（１）であって、
　－　少なくとも２つの接続領域（２５）と、キャリア上面（２１）と、を有する接続キ
ャリア（２）と、
　－　前記接続キャリア（２）の前記キャリア上面（２１）上に取り付けられており、前
記接続キャリア（２）に直接接触している、少なくとも１つのオプトエレクトロニクス半
導体チップ（３）と、
　前記キャリア上面（２１）に直接接触しており、前記チップ（３）には直接接触してい
ない、シリコーン含有材料からなる環状のポッティング材（４）と、
　前記チップ（３）及び前記ポッティング材（４）との間に空間（１０）を形成する、ガ
ラスシート形状のガラス材（５）と、
　を備えており、
　前記ガラス材（５）は、前記ポッティング材（４）に直接接触しており、前記接続キャ
リア（２）および前記チップ（３）には直接接触しておらず、
　前記接続キャリア（２）が、繊維強化材（２４）を有するシリコーンマトリックスを使
用して構成されており、
　前記キャリア上面（２１）とキャリア下面（２２）との間の電気的接続が、少なくとも
１つのビア（２８）によって設けられており、
　前記ポッティング材（４）が前記接続キャリア（２）と前記ガラス材（５）との間のス
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ペーサとしての役割を果たし、
　前記半導体チップ（３）が前記ガラス材（５）によって覆われ、
　前記ポッティング材（４）は柔軟性シリコーンからなる、
　オプトエレクトロニクス半導体コンポーネント（１）。
【請求項２】
　前記繊維強化材（２４）がガラス繊維から形成されている、
　請求項１に記載のオプトエレクトロニクス半導体コンポーネント（１）。
【請求項３】
　前記繊維強化材（２４）が少なくとも３層を備えている、
　請求項１または２に記載のオプトエレクトロニクス半導体コンポーネント（１）。
【請求項４】
　前記繊維強化材（２４）が前記シリコーンマトリックス（２６）によって完全に囲まれ
ている、
　請求項１～３のいずれか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体コンポーネント（
１）。
【請求項５】
　異なるスペクトル範囲を放出する複数の半導体チップ（３）が単一の接続キャリア（２
）上に取り付けられている、
　請求項１～４のいずれか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体コンポーネント（
１）。
【請求項６】
　前記半導体チップ（３）が、有機コンポーネントを備えており、前記接続キャリア（２
）、前記ポッティング材（４）及び前記ガラス材（５）によって、完全に囲まれて気密性
かつ耐拡散性となるように密封されている、
　請求項１～５のいずれか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体コンポーネント（
１）。
【請求項７】
　前記ガラス材（５）が、平行平面シートの形をとっている、
　請求項１～６のいずれか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体コンポーネント（
１）。
【請求項８】
　前記ポッティング材（４）が半透明である、
　請求項１～７のいずれか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体コンポーネント（
１）。
【請求項９】
　前記ポッティング材（４）もしくは前記ガラス材（５）またはその両方が、多層構造で
ある、
　請求項１～８のいずれか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体コンポーネント（
１）。
【請求項１０】
　少なくとも１つの添加物質（７）が前記シリコーンマトリックス（２６）及び前記ポッ
ティング材（４）に追加されており、前記添加物質（７）はフィルタ媒体であり、前記ガ
ラス材（５）が異なる添加物質を含んでいる、
　請求項１～９のいずれか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体コンポーネント（
１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　オプトエレクトロニクス素子（例えば、発光ダイオード、フォトダイオード）は、産業
界において幅広く使用されている。オプトエレクトロニクス素子の幅広い使用を促進して
いる特徴として、高い効率と、外部応力および環境的な影響に対する耐性が挙げられる。
一例として、オプトエレクトロニクスコンポーネントは、適切に設計されている場合、例
えば湿気や熱に良好に耐えることができ、機械的な応力に対しても耐性である。さらに、
オプトエレクトロニクス素子は、効率が高いことに加えて、寿命が長く、コンパクトであ
り、多くの異なる構造に構成することができ、比較的低い製造コストで製造することがで
きる。いま挙げた数多くの特長に関連する重要な特徴は、素子が収容されているオプトエ
レクトロニクスコンポーネントのハウジングであることがしばしばある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２００５／０８１３１９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、耐紫外線性かつ耐熱性であるオプトエレクトロニクス半導体コンポー
ネントを提供することである。
 
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、オ
プトエレクトロニクス半導体コンポーネントは、接続キャリアを備えている。この接続キ
ャリアは、平板状構造であることが好ましく、すなわち、その横方向範囲がその厚さより
も相当に大きい。接続キャリアは本体を備えている。この本体は、向かい合う２つの主面
を備えていることが好ましい。これら主面の少なくとも一方は、自身の上に半導体チップ
を取り付けることができるように構成されている。いずれの面も、平たい構造とすること
ができる。同様に、主面の少なくとも一方は、構造化部を備えていることができ、この構
造化部は、例えばくぼみまたは凹部の形をとることができ、例えば、半導体素子を収容す
る役割を果たすことができる。
【０００６】
　接続キャリアの本体は、２つの主面を互いに結合している面によって形成されているキ
ャリア側面、をさらに備えている。主面またはキャリア側面は、マイクロ構造化部または
ナノ構造化部をさらに備えていることができ、これにより、例えば、構造化された面と、
例えば、外部キャリアあるいは形成する被覆との接着性を向上させることができる。
【０００７】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、接
続キャリアは、本体に加えて、少なくとも２つの接続領域を備えている。これらの接続領
域は、接続キャリアを、例えば半導体素子、もしくは半導体コンポーネントに属していな
い外部キャリア、またはその両方に、電気的に接触させることができるように構成されて
いる。接続領域は、金属または金属合金を使用して形成することができる。例えば、接続
領域は、銅、ニッケル、金、パラジウム、または銀を含んでいる、あるいは、これらの材
料または材料の組合せのみから作製されている。同様に、透明な導電性材料（例えば金属
酸化物（透明導電性酸化物（略してＴＣＯ）としても知られている））から、接続領域を
形成することも可能である。本体を接続領域の材料によって覆うことができる。接続領域
は、少なくともその一部分を印刷法またはスクリーン印刷法を使用して形成することが可
能である。同様に、接続キャリアは、大面積プリント基板の形をとることができる。接続
キャリアは、複数の半導体チップを取り付けるように構成することができ、この場合、取
り付ける前または後に、接続キャリアを、より小さな個別のユニットに分けることもでき
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る。
【０００８】
　接続領域は、半導体素子または外部キャリアへの接続をはんだ付けによって形成できる
ように構成されていることが好ましい。この場合、半導体コンポーネントは、はんだ付け
工程時に生じる熱応力に耐えることが好ましい。このような接続キャリアにより、例えば
半導体コンポーネントに属していない外部キャリアとの接続を効率的に達成することが可
能になる。
【０００９】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、オ
プトエレクトロニクス半導体コンポーネントは、オプトエレクトロニクス半導体チップの
形における少なくとも１つの半導体素子を備えている。半導体チップは、発光ダイオード
、レーザダイオード、またはフォトダイオードの形をとることができる。同様に、この半
導体素子は、有機材料から作製して例えば有機発光ダイオードとする、あるいは、ＧａＮ
、ＧａＰ、またはＧａＡｓをベースとすることができる。半導体チップは、少なくとも一
部分が、約２００ｎｍ～４μｍのスペクトル範囲の光、特に、約３４０ｎｍ～４８０ｎｍ
の近紫外または青色スペクトル範囲の光を放出することができる。
【００１０】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、半
導体チップは、接続キャリアに直接接触している、すなわち、半導体チップは、接続キャ
リアの本体または接続領域に物理的に接触している。なお、「物理的接触」は、半導体チ
ップと接続キャリアとの間の接着促進層（例えばはんだまたは接着剤から構成されている
）の存在を除外するものではない。半導体チップと接続キャリアとが直接接触しているこ
とによって、半導体チップから接続キャリアへの良好な熱結合が確保される。このように
することで、半導体チップの動作時に発生する廃熱を、半導体チップによって効果的に放
散させることができる。
【００１１】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、接
続キャリアの本体は、繊維強化材を有するシリコーンマトリックス（silicone matrix）
を備えている。この場合、「シリコーンマトリックス」は、マトリックス（母材）を構成
している材料がシリコーンである、または材料がシリコーンを含んでいることを意味する
。マトリックスを形成している材料は、シリコーンハイブリッド材料とすることができる
。その場合、材料は、シリコーン以外にエポキシドを含んでいる。シリコーンは、耐熱性
および耐紫外線性が高く、可視スペクトル範囲において透過性であり、したがって、接続
キャリアのマトリックス材料として極めて適している。シリコーンマトリックスには繊維
強化材が埋め込まれている。繊維強化材は、複数の繊維層から構成されていることが好ま
しく、個々の層は接続キャリアの主面に沿って延びていることが好ましい。繊維強化材の
１つの層の中では、その層の中に位置している複数の繊維が実質的に平行な向きにある。
電気絶縁性の本体が複数層の繊維強化材を備えている場合、これらの層は互いに対して回
転していることが好ましく、この場合、「回転している」は、接続キャリアの主面に垂直
な軸線を中心とする。個々の層は互いに対して９０゜回転していることが好ましい。繊維
強化材の適切な材料は、マトリックス材料への良好な接着性と高い機械的負荷能力とを示
す材料である。同様に、繊維強化材の材料は、少なくともシリコーンマトリックスと同程
度の耐熱性と、低い熱膨張係数とを有することが好ましい。
【００１２】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、オ
プトエレクトロニクス半導体コンポーネントは、少なくとも２つの接続領域を有する接続
キャリアと、接続キャリア上に取り付けられており接続キャリアに直接接触している、少
なくとも１つのオプトエレクトロニクス半導体チップと、を備えており、接続キャリアは
、繊維強化材を有するシリコーンマトリックスを使用して構成されている。
【００１３】
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　繊維強化材を有するシリコーンマトリックスを備えた接続キャリアを使用することによ
って、機械的に安定的であると同時に耐熱性かつ耐紫外線性の半導体コンポーネントを得
ることができる。特に、高出力ダイオード（光出力が高く、したがって大量の廃熱も発生
させる）の場合、耐熱性に関する要件が厳しい。このことは、例えば温度が上昇する環境
（例：自動車のエンジン付近のヘッドライト）においてオプトエレクトロニクス半導体コ
ンポーネントを使用する場合にもあてはまる。
【００１４】
　特に、青色光または紫外線を放出する半導体チップを使用するときには、半導体コンポ
ーネントの長い寿命を達成する目的で、接続キャリアが耐紫外線性である必要がある。こ
れらの要求条件は、本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントによって満たすこと
ができる。
【００１５】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、繊
維強化材は、ガラス繊維から形成されている。ガラス繊維は、良好な耐紫外線性および耐
熱性を示す。さらには、ガラス繊維を使用することによって、繊維強化材と、マトリック
ス材料であるシリコーンとの良好な接着が確保される。さらに、ガラス繊維は、安価で扱
いやすい材料である。
【００１６】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、繊
維強化材がシリコーンマトリックスによって完全に囲まれている。このようにすることで
、接続キャリアの本体の外面が同じ材料（すなわちシリコーン）から作製される。これに
よって、例えば、本体に被覆を付着させるステップが単純化される。さらには、例えば金
属イオンが繊維に沿って移動することが不可能であるように、繊維がシリコーンマトリッ
クスによって保護され、なぜなら、シリコーンに埋め込まれている繊維には金属または金
属イオンが達しないためである。
【００１７】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、繊
維強化材は、少なくとも３つの層を備えている。これらの層は、互いに対して回転してい
ることが好ましい。特に好ましくは、繊維強化材は４つの層を備えており、これらの層そ
れぞれは、接続キャリアの主面に垂直な軸線を中心に互いに対して９０゜回転している。
本体の繊維強化材がこのような多層構造である結果として、機械的に安定的な接続キャリ
アを達成することができる。
【００１８】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、接
続領域は、少なくとも１つの金属被覆によって形成されている。この金属被覆は、複数の
異なる金属または金属合金の複数の層から構成することができる。接続キャリアに最も近
い位置にある第１の金属被覆層は、銅から作製されていることが好ましい。銅の層厚さは
、好ましくは１５０μｍ未満、特に好ましくは５０μｍ未満である。これに代えて、また
はこれに加えて、ニッケル、パラジウム、金、銀のうちの少なくとも１つのさらなる金属
被覆層を形成することができる。これらのさらなる層の厚さは、好ましくは２５μｍ未満
、特に好ましくは５μｍ未満、極めて特に好ましくは２μｍ未満である。このような金属
被覆層は、費用効果が高く、簡単な工程で形成することができ、さらには効果的に構造化
することができる。
【００１９】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、キ
ャリア上面およびキャリア下面（いずれも接続キャリアの１つの主面によって形成されて
いる）は、少なくとも１つの金属被覆を備えている。キャリア上面またはキャリア下面に
おける金属被覆は、例えばキャリア側面によって結合されている単一の連続的な金属被覆
の形をとることができる。この金属被覆は、ディップ法、蒸着、スパッタリングによって
、あるいは電気亜鉛めっき法または電気めっき法によって形成することができる。少なく
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とも１つの金属被覆は、特にはんだ付けによって例えば半導体チップを接触させるうえで
、あるいは外部キャリアに接触させるうえで適している互いに電気的に絶縁されている領
域が形成されるように、構造化されていることが好ましい。金属被覆は、本体の表面の大
部分（例えば５０％以上）を覆っていることが好ましい。金属は一般的に高い熱伝導性を
示すため、少なくとも１つの金属被覆を大きな領域に形成することによって、高い熱伝導
性を示す接続キャリアを形成することができる。
【００２０】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、本
体のシリコーンマトリックスに少なくとも１つの添加物質が追加されている。この添加物
質は、例えば、拡散媒体、染料、フィルタ媒体、反射媒体、変換媒体の形をとることがで
き、例えば、発光染料、熱膨張係数を調整するための充填材、あるいは接着促進材の形態
である。このような添加物質によって、特に、接続キャリアの光学挙動、すなわち接続キ
ャリアが例えば反射性、透過性、あるいは吸収性であるのかを、決定することが可能であ
る。１つまたは複数の添加物質を使用することによって、接続キャリアの設計上のオプシ
ョンが増える。
【００２１】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、キ
ャリア上面とキャリア下面との間にビアによって電気的接続が達成されている。接続キャ
リアは、例えばトンネル状の穴を備えている。この穴は、例えば、穴あけ、レーザ穴あけ
、または打ち抜きによって形成することができる。接続キャリアの作製時（例えばキャス
ティング時）という早い段階に穴を形成することも、同様に可能である。キャリア側面と
、キャリア上面またはキャリア下面とに加えて、これらの穴または凹部によって形成され
る面に、金属被覆を設けることができ（これによってキャリア上面とキャリア下面との間
の電気的接触が形成される）、または、導電性材料によって完全に満たすこともできる。
ビアによって、半導体コンポーネントの設計上のオプションが増え、接続キャリアの主面
の間の省スペース的な電気接続が達成可能になる。
【００２２】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、少
なくとも１つのキャリア側面上の少なくとも１つの金属被覆によって、キャリア上面とキ
ャリア下面との間に電気的接続が達成される。このような金属被覆は、形成するのが容易
であり、接続キャリアを構造化するさらなるステップを省くことができる。金属被覆は、
向かい合う２つのキャリア側面上にのみ延在していることが好ましい。
【００２３】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、少
なくとも１つの半導体チップは、少なくとも１つのポッティング材によって覆われている
。ポッティング材は、半導体チップに直接接触していることが好ましい。ポッティング材
は、容易に溶ける材料、または圧縮性材料によって形成されていることが好ましく、この
材料は、半導体チップによって受光または放出される放射に対して、少なくとも一部分が
透過性または半透過性であることが好ましい。適切な材料は、例えば、シリコーン、エポ
キシド、シリコーン－エポキシドハイブリッド、またはプラスチック（例えばポリカーボ
ネート）であるが、シリコーンが好ましく、なぜならシリコーンは本体のシリコーンマト
リックスに良好に接着するためである。さらに、シリコーンは、紫外線劣化に耐性があり
、高温下において安定している。ポッティング材は、例えば、圧縮成形、液体トランスフ
ァ成形、液体射出成形、またはキャスティングによって形成することができる。このよう
なポッティング材は、効率的に形成することができ、半導体チップに良好な保護を提供し
、半導体コンポーネントの設計上のオプションが増える。
【００２４】
　接続キャリアの本体を形成する目的にも、ポッティング材と同じ作製方法が適切である
。
【００２５】
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　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、オ
プトエレクトロニクス半導体コンポーネントは、少なくとも２つの接続領域を有する接続
キャリアと、接続キャリア上に取り付けられており接続キャリアに直接接触している、少
なくとも１つのオプトエレクトロニクス半導体チップと、を備えており、接続キャリアは
、ガラス繊維強化材を有するシリコーンマトリックスを備えている。さらには、半導体コ
ンポーネントは、シリコーン含有材料のポッティング材を備えており、このポッティング
材は、少なくとも一部分が半導体チップおよび本体に直接接触している。
【００２６】
　このような半導体コンポーネントの場合、接続キャリアおよびポッティング材は、いず
れもシリコーンを備えているため、耐紫外線性であり、良好な相互接着性を示す。さらに
、このようにすることで、接続キャリアおよびポッティング材の熱膨張係数が実質的に同
じである。接続キャリアの本体と、ポッティング材は、大きな相互接触面を備えているこ
とができる。ポッティング材が接続キャリアから剥離する危険性が、大幅に低減する。
【００２７】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、少
なくとも１つの半導体チップが少なくとも１つのガラス材によって覆われている。このガ
ラス材は、接続キャリアに直接接触している、または、枠状の中間キャリアによって接続
キャリアに結合されていることができる。ガラスは、例えば引っ掻き（scratching）に対
する高い機械的耐性を有し、外部の影響からの良好な保護を半導体チップに提供する。
【００２８】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、ポ
ッティング材もしくはガラス材、またはその両方は、少なくとも１つの添加物質を備えて
いる。半導体コンポーネントがガラス材およびポッティング材の両方を備えている場合、
ガラス材およびポッティング材は、同じ添加物質、または異なる添加物質を含んでいるこ
とができる。添加物質を使用することによって、ガラス材もしくはポッティング材、また
はその両方の物理特性および化学特性を、広い範囲にわたって調整することができる。
【００２９】
　本半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、半導体チップは、接続キャ
リアと、ポッティング材もしくはガラス材またはその両方とによって、完全に囲まれてい
る。「完全に囲まれている」とは、接続キャリアと、ポッティング材もしくはガラス材ま
たはその両方とによって空洞が形成されており、この空洞の中に半導体チップが位置して
いることを意味する。空洞は、半導体チップによって完全に満たすことができる。例えば
接続キャリアとガラス材との間には、結合剤を塗布することができる。特に、半導体チッ
プが有機コンポーネントを備えている場合、その半導体チップは気密性かつ耐拡散性に密
封されていることが好ましい。このような配置構造では、少なくとも１つの半導体チップ
に、環境的な影響に対する高いレベルの保護が提供される。
【００３０】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、ポ
ッティング材もしくはガラス材、またはその両方は、光学素子の形をとる。この光学素子
は、マイクロレンズ、フレネルレンズ、または従来の球面レンズあるいは円柱レンズの形
をとることができる。同様に、ポッティング材もしくはガラス材またはその両方に、構造
化層または反射層を形成することができる。ポッティング材もしくはガラス材またはその
両方を光学素子として構成することにより、半導体チップによって受光または放出される
光を、１つの空間領域から意図的に集める、または１つの空間領域に集束させることがで
きる。
【００３１】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、ポ
ッティング材もしくはガラス材、またはその両方は、多層構造である。すなわち、ポッテ
ィング材は、例えば複数の層を備えており、これらの層は、例えば異なる硬度のシリコー
ンから形成することができる。同様に、個々の層は異なる添加物質を備えていることがで
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き、したがって、第１の層が例えばフィルタ媒体を有し、さらなる層が変換媒体を有し、
最も外側の層が光学素子であるように、設計することができる。半導体コンポーネントが
ポッティング材およびガラス材の両方を備えている場合、これらが全体として多層システ
ムの形をとることもできる。その場合、光の効率的な取り出しまたは取り込みを達成する
目的で、特に、複数の異なる材料の光学的屈折率を互いに適合させることが可能である。
【００３２】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、接
続キャリアは少なくとも１つのヒートシンクを備えている。このヒートシンクは、本体に
組み込まれていることが好ましく、高い熱容量および高い熱伝導性を有する材料を使用し
て形成されていることが好ましい。適切な材料は、例えば、金属（例：銅）あるいはセラ
ミック（例：ＡｌＮ）である。ヒートシンクは、本体における少なくとも１つの凹部がヒ
ートシンクの材料によって満たされているように構成されていることが好ましい。接続領
域およびヒートシンクは、少なくとも部分的に互いに一体化することができる。ヒートシ
ンクは、最大熱負荷を補正し、オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントからの半導
体チップの廃熱の放散を改善する。
【００３３】
　本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの少なくとも一実施形態によると、オ
プトエレクトロニクス半導体コンポーネントは、少なくとも１３０℃、好ましくは少なく
とも１４５℃、特に好ましくは少なくとも１６５℃、極めて特に好ましくは少なくとも１
７５℃の動作温度まで、耐熱性である。このことは、本半導体コンポーネントの設計上の
寿命が大幅に減少することなく、本半導体コンポーネントを対応する温度まで動作させる
ことができることを意味する。このような高い動作温度は、本体のマトリックス材料とし
て耐熱性のシリコーンが使用されていることと、半導体コンポーネントのさらなる構成要
素が対応する耐熱性を示すことにおいて、達成することができる。シリコーンは比較的柔
らかいため、半導体チップと接続キャリアとの間の熱応力も最小化することができる。こ
れによって同様に寿命が増大する。
【００３４】
　本発明は、プリント基板にさらに関する。このプリント基板は、ガラス繊維の繊維強化
材を有するシリコーンマトリックスから形成されており、少なくとも２つの接続領域を備
えている。
【００３５】
　このプリント基板は、例えば、本オプトエレクトロニクス半導体コンポーネントの上述
した実施形態の１つまたは複数に関連して説明したように、構成することができる。
【００３６】
　本文書に記載したオプトエレクトロニクスコンポーネントまたはプリント基板を使用す
ることのできるいくつかの用途分野は、例えば、特に大面積ディスプレイまたはディスプ
レイ手段（例えばテレビジョン装置）のバックライトである。さらには、本文書に記載し
たオプトエレクトロニクスコンポーネントは、例えば、投影を目的とする照明装置、ある
いは一般照明における投光照明またはスポットライトにおいても使用することができる。
【００３７】
　以下では、本文書に記載したコンポーネントについて、例示的な実施形態に基づいて図
面を参照しながらさらに詳しく説明する。個々の図面において同じである要素は、同じ参
照数字によって表してある。ただし、要素間の関係は正しい縮尺では表されておらず、理
解を促進する目的で、いくつかの要素は誇張して大きく描いてある。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１Ａ】本文書に記載されている半導体コンポーネントの例示的な一実施形態の概略側
面図を示している。
【図１Ｂ】本文書に記載されている半導体コンポーネントの例示的な一実施形態の概略平
面図を示している。
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【図２】本文書に記載されている半導体コンポーネントの例示的な一実施形態の概略的な
側断面図を示している。
【図３Ａ】本文書に記載されている、蓄熱器が組み込まれている半導体コンポーネントの
例示的な一実施形態の概略断面図を示している。
【図３Ｂ】本文書に記載されている、蓄熱器が組み込まれている半導体コンポーネントの
例示的な一実施形態の概略平面図を示している。
【図４】本文書に記載されている、ビアを有する半導体コンポーネントの例示的な一実施
形態の概略断面図を示している。
【図５】本文書に記載されている、多層ポッティング材を有する半導体コンポーネントの
例示的な一実施形態の概略断面図を示している。
【図６】本文書に記載されている、ガラス材およびポッティング材を有する半導体コンポ
ーネントの例示的な一実施形態の概略断面図を示している。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　図１は、オプトエレクトロニクス半導体コンポーネント１の例示的な実施形態を示して
いる。図１Ａは、図１Ｂにおける破線に沿っての断面図である。
【００４０】
　接続キャリア２の本体２７には、２層の繊維強化材２４が設けられている。繊維強化材
２４は、ガラス繊維から構成されている。繊維強化材２４の各層において、繊維それぞれ
はキャリア上面２１に平行な方向に向いている。２層の繊維強化材２４の繊維は、キャリ
ア上面２１に垂直な軸線を中心に互いに対して９０゜回転している。繊維強化材２４はシ
リコーンマトリックス２６に埋め込まれており、このマトリックス材料はすべての側面に
おいて繊維強化材２４を完全に囲んでいる。
【００４１】
　接続キャリア２のキャリア上面２１の反対側はキャリア下面２２である。キャリア上面
２１およびキャリア下面２２は、キャリア側面２３ａ～２３ｄを形成している面によって
互いに結合されている。本体２７は２つの凹部８を備えており、これらの凹部８はキャリ
ア上面２１からキャリア下面２２まで延在しており、これによってキャリア側面２３が途
切れている。凹部８は、半導体コンポーネント１に属していない外部キャリア（図示して
いない）の上に半導体コンポーネント１を取り付けるステップを単純化する。
【００４２】
　接続領域２５ａ，２５ｂは、接続キャリア２のキャリア上面２１およびキャリア下面２
２の両方に設けられており、金属被覆の形をとる。金属被覆を形成している接続領域２５
ａ，２５ｂと本体２７との良好な接着を確保するため、本体２７が粗面化されている、ま
たは本体２７に接着促進材が追加されている。金属被覆は、本体２７に直接接触している
厚さ３０μｍの銅層から形成されている。この銅層に、厚さ２μｍの銀層が形成されてい
る。銀層の代わりとして、ニッケル－金の層を銅層に形成することができ、金の厚さは５
００ｎｍ未満であることが好ましい。接続領域２５のそれぞれは、半導体チップ３に接触
するように設計されている領域を、キャリア上面２１に備えている。互いに電気的に絶縁
されている接続領域２５ａ，２５ｂのそれぞれは、例えばはんだ付けまたは接着結合によ
って半導体コンポーネントを外部キャリア（図示していない）に結合するのに適している
構造化部を、キャリア下面２２に備えている。
【００４３】
　接続領域２５ａ，２５ｂのうちキャリア上面２１およびキャリア下面２２の上の各部分
は、向かい合うキャリア側面２３ａ，２３ｂに形成されている金属被覆によって、互いに
電気的に接続されている。この金属被覆には凹部８が形成されており、凹部８によってさ
らに形成されている本体２７の表面は、同様に金属被覆によって覆われている。キャリア
側面２３ｃ，２３ｄには金属被覆が存在しておらず、したがって電気絶縁性である。
【００４４】
　半導体チップ３は、接続領域２５のうちキャリア上面２１の上に位置する領域にチップ
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が直接接触するように、例えばはんだ付けによってキャリア上面２１の上に取り付けられ
ている。キャリア上面２１の上には、例えばシリコーンのポッティング材４が同様に形成
されている。立方体のポッティング材４は、半導体チップ３および接続キャリア２の両方
に直接接触しており、その側端面は製造公差の範囲内でキャリア側面２３ｃ，２３ｄに整
列している。接続キャリア２およびポッティング材４は、半導体チップ３を完全に囲んで
いる。
【００４５】
　接続キャリア２の輪郭は、長方形、正方形、または六角形であることが好ましい。接続
キャリア２の厚さはできる限り小さいことが好ましいが、接続キャリア２は、例えば自身
が曲がることが阻止されるだけの十分な機械的安定性を有する。接続キャリア２の厚さは
、１ｍｍ以下、好ましくは０．６ｍｍ以下、特に好ましくは０．４ｍｍ以下である。
【００４６】
　半導体チップ３の厚さに厳しい制限は存在しないが、好ましくは２００μｍ未満、特に
好ましくは６０μｍ未満、特に２５μｍ未満である。半導体チップ３は、特許文献１に記
載されているように、例えば薄膜チップの形をとることができ、この文書に記載されてい
る半導体チップ３に関する開示内容と、製造方法に関する開示内容は、参照によって本出
願に組み込まれている。半導体チップ３は、例えば、近紫外光、または青色スペクトル範
囲の光を放出する。
【００４７】
　図２による例示的な実施形態は、図１に示した実施形態に実質的に一致している。しか
しながら、ポッティング材４が球面レンズの形をとっている。接続キャリア２は、３層の
繊維強化材２４を備えており、層それぞれは、図１による例示的な実施形態におけるよう
に、互いに対して９０゜回転している。接続キャリア２の本体２７は凹部８を備えていな
い。接続領域２５のうちキャリア上面２１およびキャリア下面２２に位置している各部分
は、キャリア側面２３ａ，２３ｂによって互いに接続されている。
【００４８】
　図３による例示的な実施形態においては、接続キャリア２の本体２７は２つのビア２８
を備えている。これらのビア２８は、導電性かつ熱伝導性の材料によって満たされており
、接続領域２５ａ，２５ｂを形成している。この実施形態においては、接続領域２５ａは
接続領域２５ｂよりも大きい。２つの接続領域２５ａ，２５ｂは、キャリア下面２２の方
向に本体２７よりも突き出している。これによって、外部キャリア（図示していない）の
上に半導体コンポーネント１を取り付けるステップが単純化される。
【００４９】
　半導体チップ３は、キャリア上面２１において接続領域２５ａの上に直接取り付けられ
ている。これによって、半導体チップと外部キャリア（図示していない）との間の良好な
熱的接触が接続領域２５ａによって確保される。半導体チップ３の第２の電気コンタクト
は、接続キャリア２とは反対側のチップの面に位置している。接続領域２５との電気的接
続は、ボンディングワイヤ６によって行われている。２つの接続領域２５ａ，２５ｂと、
半導体チップ３と、ボンディングワイヤ６は、シリコーンのレンズ状のポッティング材４
によって覆われている。ポッティング材４は、半導体チップ３および接続キャリア２とに
直接接触しており、楕円球の形を有する。
【００５０】
　オプションとして、ポッティング材４に少なくとも１つの添加物質７が追加されており
、この添加物質７も、フィルタ媒体、反射媒体、拡散媒体、または変換媒体の形態として
、円柱レンズの形をとることができる。添加物質７は、ポッティング材４の中に一様に分
布している、または局所的に蓄積した状態で存在していることができる。例えば、半導体
チップ３によって放出される電磁放射から、異なる波長の放射への一様な変換を確保する
目的で、接続キャリア２とは反対側の半導体チップ３の面の上方領域において、添加物質
７の濃度を大きくすることができる。この図に示した半導体チップ３（電気コンタクト面
が、向かい合う２つの主面上にある）の代替形態として、図１または図２によるフリップ
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チップの形における半導体チップ３を使用することもできる。
【００５１】
　図４は、オプトエレクトロニクス半導体コンポーネント１のさらなる例示的な実施形態
を示している。外部キャリア（図示していない）との電気的接続は、２つのビア２８によ
って行われており、これらのビア２８は、同じ大きさの２つの接続領域２５を形成してお
り、導電性材料によって満たされている。キャリア上面２１の上方にはガラス材５が取り
付けられており、このガラス材は、半導体チップ３によって受光または放出される放射に
対して透過性であるように構成されている。半導体チップ３とガラス材５との間には、気
体で満たされている空間１０が配置されている。気体は、例えば、空気、アルゴン、また
は窒素とすることができる。ガラス材５は、レンズ状要素の形をとり、その側端面は製造
公差の範囲内でキャリア側面２３に整列している。
【００５２】
　空間１０は、オプションとして、ポッティング材４によって満たすことができる。ガラ
ス材５を形成するとき、ガラス材５を接続キャリア２の方向に押すことによって空間１０
が完全に満たされて形状が連続するように（form-fittingly）、ポッティング材４は、液
体または高粘度の稠度を示していることが好ましい。この実施形態においては、空気の泡
、もしくはポッティング材を形成している余分な化合物、またはその両方が空間１０から
出ることができるように、ガラス材５は例えば横方向の開口部を備えていることができる
。ポッティング材４とガラス材５のこのような組合せの結果として、接続キャリア２とガ
ラス材５との間の特に安定的な結合が得られる。さらには、このような組合せの結果とし
て、ポッティング材４の一様な層厚さが得られ、ポッティング材４に添加物質を加えるこ
ともできる。
【００５３】
　さらなるオプションとして、接続キャリア２はヒートシンク９を備えていることができ
る。ヒートシンク９は、キャリア上面２１からキャリア下面２２まで延在している。ヒー
トシンク９は、図４に示したように、その下面がキャリア下面２２と同じ高さにある、ま
たは、キャリア下面２２よりも突き出して接続領域２５と同じ高さとすることができる。
ヒートシンク９は、好ましくは高い熱伝導性および高い熱容量を有し、例えば銅から作製
されている。ヒートシンク９が導電性である場合、例えば、半導体チップ３または外部キ
ャリア（図示していない）とヒートシンク９との間の絶縁層によって、望ましくない電気
的接触を回避することができる。
【００５４】
　図５による例示的な実施形態においては、接続キャリア２が２つのビア２８を備えてお
り、これらのビア２８は、金属または金属合金によって満たされており、接続領域２５を
形成している。接続領域２５のうちキャリア下面２２に位置する部分は、ビア２８の断面
よりも大きい。これによって、外部キャリア（図示していない）との改良された熱的接触
が確保される。
【００５５】
　ポッティング材４は、複数の層４ａ，４ｂ，４ｃを備えている。最も内側の層４ａは、
例えば一様な厚さとすることができ、したがって、接続キャリア２に面している側面を除
くすべての側面において、層４ａは一様な厚さだけ半導体チップ３を囲んでいる。変換媒
体が層４ａに追加される場合、このようにすることで、例えば半導体チップ３によって放
出される放射の一様な変換を達成することができる。層４ｂ，４ｃは、レンズ効果を達成
することができる。層４ｂ，４ｃの相対的な屈折率の設定に応じて、レンズ効果を増強す
ることができる（層４ｂの屈折率が層４ｃの屈折率よりも小さい場合）。同様に、層４ｃ
の屈折率が層４ｂの屈折率よりも小さく、層４ｂの屈折率が層４ａの屈折率よりも小さく
、層４ａの屈折率が半導体チップ３の屈折率よりも小さいようにすることが可能である。
このようにすることで、半導体チップ３からの光取り出し効率を高めることができる。
【００５６】
　ポッティング材４の最も外側の層４ｃは、オプションとして、硬いシリコーンから作製
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る。
【００５７】
　図６による半導体コンポーネント１の例示的な実施形態は、半導体チップ３、接続領域
２５、および接続キャリア２に関しては、図４に示した例示的な実施形態に一致している
。キャリア上面２１の上に、環状のポッティング材４が取り付けられており、このポッテ
ィング材４は、キャリア上面２１に直接接触しているが、半導体チップ３には接触してい
ない。ポッティング材４は、柔らかいシリコーンから作製することができる。半導体チッ
プ３の上方と、接続キャリア２とは反対側のポッティング材４の面の上とに、板状ガラス
の形におけるガラス材５が形成されており、したがって空間１０が形成されている。ポッ
ティング材４に柔らかいシリコーンを使用することによって、半導体コンポーネント１の
動作時にガラス材５と接続キャリア２との間に発生しうる熱応力を補正することができる
。
【００５８】
　ポッティング材４の代わりとして、例えば、ガラス枠または金属枠を使用することも可
能であり、この枠は、接続キャリア２とガラス材５との間のスペーサとしての役割を果た
すことができる。
【００５９】
　オプションとして、図１～図５による例示的な実施形態と同様に、ガラス材５もしくは
ポッティング材４またはその両方が、異なる添加物質または同じ添加物質を含んでいるこ
とができる。オプションとして、半導体チップ３に面している接続領域２５またはキャリ
ア上面２１を、半導体チップ３によって放出または受光される放射に対して反射性とする
ことができる。これに代えて、またはこれに加えて、接続キャリア２、ポッティング材４
、およびガラス材５を、透明または半透明とすることができる。接続領域２５が小さな領
域のみを占める場合、全体のうち少なくとも一部分が光透過性である半導体コンポーネン
ト１を得ることができる。さらには、異なるスペクトル範囲を放出する複数の半導体チッ
プを、１つの接続キャリア２の上に取り付けることができる。
【００６０】
　ここまで、本発明について例示的な実施形態を参照しながら説明してきたが、本発明は
上記の説明に限定されない。本発明は、任意の新規の特徴および特徴の任意の組合せを包
含しており、特に、請求項における特徴の任意の組合せを含んでいる。これらの特徴また
は特徴の組合せは、それ自体が請求項あるいは例示的な実施形態に明示的に記載されてい
ない場合であっても、本発明に含まれる。
【００６１】
　本特許出願は、独国特許出願第１０２００８０２５４９１．６号の優先権を主張し、こ
の文書の開示内容は参照によって本出願に組み込まれている。
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